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量子ドット(QD: Quantum Dot)は次世代ディ

スプレイ向け発光材料として近年注目されて

いるが、優れた特性を示す Cd 系の QD は人体

に有害であるため、Cd フリーQD の開発が急

務となっている。InP 系 QD は現在最も実用レ

ベルに近い性能を実現しているが、CdSe 系 QD

で確立されているホットインジェクション法

1)では発光半値幅の狭い QD は得られず、予め

フラスコ中で混合された原料の存在下で加熱

を行う、ヒートアップ法を用いる先行例 2)が多

く見られる。本研究では、昇温速度の高速化と

反応場の温度均一化を狙い、微細流路を反応場

とするマイクロフローリアクター(MFR: Micro 

Flow Reactor)を用いた InP 系 QD の合成を検討

した。また、ヒートアップ法では粒径制御の精

度向上を狙いとして Zn を添加したコア合成事

例 3)が多いが、コア内に Zn が混入することに

よる光学特性の低下が懸念されている。そこで、

MFR の利点を生かし、コア合成時に Zn を用い

ることなく発光半値幅の狭小化が可能である

かの検討も併せて実施した。 

MFR ユニットを構築し(Fig. 1)、InP コアを合

成した。次に  ZnSe/ZnS シェルを合成し、

InP/ZnSe/ZnS QD を得た。In 原料にはトリスパ

ルミチン酸インジウム(III)、P 原料にはトリス

（トリメチルシリル）ホスフィン、溶媒には

1-オクタデセンを用いた。合成した QD の評価

には、分光蛍光光度計を用いた。 

 

Fig. 1 Overview of the MFR 
 

MFR を用いて作製した InP/ZnSe/ ZnS QD の

PL 発光スペクトルを Fig. 2 に示す。InP コア作

製時に Zn 添加なしで、発光半値幅 39.4 nm を

実現した。フロー合成で発光半値幅 40 nm 未満、

量子収率 50%以上のものは本論文が初であり、

共同研究グループによる発光素子化も行われ

た。 

 

Fig. 2 PL spectrum of the InP QDs 
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Peak: 548.0 nm 

FWHM: 39.4 nm 

PLQY: 56.8% 
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